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表面反応には寄与しないという計算結果を得た。これらの結果から，気相中でのオゾンによる TEOS 分子の C-O 結合



















ルコキシシランの常圧オゾン CVD 法における二酸化ケイ素膜の成長過程は， [1 ]気相中でシラン分子の C-o または
Si-O 結合が酸化されて前駆体が生成するオゾン酸化過程， [ 2 ]基板上で前駆体が二酸化ケイ素ネットワークを形成す
る過程の二段階反応機構であることを突き止めた。またアルコキシシラン原料のアルコキシ官能基が堆積時フロー増
進剤となること及びフローの発現理由は段差底部の二酸化ケイ素ネットワークに捕獲されたアルコキシシラン前駆体
であることを初めて明らかにした。よって，博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める。
